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Epitaxia - Semicondutores - CdTe

Introducao Nas imagens abaixo podemos observar o mapa do

espaco reciproco e a varredura 2Theta de dois

O estudo dos semicondutores € uma area que vem filmes, a esquerda crescido durante 10 minutos, e a
ganhando grande destaque. O Telureto de Cadmio direita por 60 minutos

(CdTe) € um material semicondutor com grande
potencial nas industrias eletrbnicas e dpticas, tendo
caracteristicas muito importantes na fabricacao de
células solares.

OCrescimento e caracterizacao de filmes finos de
CdTe sobre Arseneto de Galio (GaAs) a partir de -
Epitaxia por Feixe Molecular (MBE), através da :
construcao do mapa do espaco reciproco.
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Crescimento de filmes finos de CdTe sobre GaAs por : _ ,
meio de MBE. Verificacdo de espessura por Figura 2: Mapa do espago reciproco e varredura

. . . 2Theta de difracao de raios-X.
heio_ de difracio de raiosX o mapa. do. e5pace
meio de difracdo de raios-X e mapa do espaco Conclusoes

reciproco. Podemos observar que hd uma faixa na parte

Resultados e Discussao inferipr, que r.epresenta, 0 .CdTe,. em que no

crescimento mais longo, € muito mais intensa. Isso

— A ocorre com filmes mais espessos, onde rede é mais

bem estruturada, e o cristal tem maior qualidade.

Nas Imagens podemos ver o pico do GaAs muito
il e vuwgirersaprrengrey mais intenso e bem definido.

Figura 1: Imagem e configuracdo de perfil por Bibliografia

perfilometria.
[1] HAN, M. S. et al. Strain effects in CdTe (111)
epitaxial layers grown on GaAs (100) substrates by

molecular beam epitaxy. oJurnal of Electronic
Materials, v. 26, n. 6, p. 507-510, 1997.
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Foi possivel perceber que alterando os parametros
de crescimento, como temperatura e tempo de
deposicao influenciam na qualidade do fiime fino.
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